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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像信号に対応するデータ電圧を伝達する複数のデータ線、選択信号を伝達する複数の
走査線、前記データ線及び前記走査線に電気的に連結されている画素回路を含む画像表示
装置において、
　前記画素回路は、
　印加される電流に対応して画像を表示する表示素子と、
　第１電極、電源に接続される第２電極、及び前記表示素子に電気的に連結される第３電
極を備え、前記第１電極と第２電極との間に印加される電圧に対応する電流を前記第３電
極に出力する第１トランジスタと、
　前記走査線からの選択信号に応答して前記第１トランジスタをダイオード連結させる第
１スイッチング素子と、
　前記第１トランジスタの前記第１電極に一電極が連結される第１キャパシタと、
　前記走査線からの選択信号に応答して前記第１キャパシタの他電極を前記電源に連結す
る第２スイッチング素子と、
　前記電源に一電極が接続される第２キャパシタと、
　前記走査線からの選択信号に応答して前記データ電圧を前記第２キャパシタの他電極に
伝達する第３スイッチング素子と、
　前記第１キャパシタの他電極と前記第２キャパシタの他電極との間に接続され、前記走
査線からの選択信号に応答して前記第１キャパシタの他電極と前記第２キャパシタの他電



(2) JP 4113164 B2 2008.7.9

10

20

30

40

50

極とを遮断する第４スイッチング素子と
　を含むことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記第１トランジスタの前記第３電極と前記表示素子との間に接続され、印加される制
御信号に応答して前記第１トランジスタの前記第３電極と前記表示素子とを遮断する第５
スイッチング素子をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記制御信号は、前記走査線からの選択信号と同一な信号であることを特徴とする請求
項２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記第１スイッチング素子、第２スイッチング素子、及び第３スイッチング素子は、互
いに同一な第１タイプのトランジスタで実現されることを特徴とする請求項１に記載の画
像表示装置。
【請求項５】
　前記第４スイッチング素子及び前記第５スイッチング素子は、互いに同一な第２タイプ
のトランジスタで実現されることを特徴とする請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記画素回路は、前記選択信号が印加される第１区間と、前記選択信号が印加されない
第２区間の順に動作することを特徴とする請求項５に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記第１区間内に前記第１キャパシタには、前記第１トランジスタのしきい電圧に対応
する電圧が充電され、前記第２キャパシタには、前記データ電圧が充電され、
　前記第２区間内に前記第１及び第２キャパシタに充電された電圧が、前記第１トランジ
スタの前記第１電極に印加されることを特徴とする請求項６に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記第３スイッチング素子は、デュアルゲートのトランジスタで実現されることを特徴
とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　画像信号に対応するデータ電圧を伝達する複数のデータ線、選択信号を伝達する複数の
走査線、前記データ線及び前記走査線に電気的に連結されている画素回路を含む画像表示
装置において、
　前記画素回路は、
　印加される電流に対応して画像を表示する表示素子と、
　第１電極、電源に接続される第２電極、及び前記表示素子に電気的に連結される第３電
極を備え、前記第１電極と第２電極との間に印加される電圧に対応する電流を前記第３電
極に出力する第１トランジスタと、
　第１制御信号に応答して前記第１トランジスタをダイオード連結させる第１スイッチン
グ素子と、
　前記第１トランジスタの前記第１電極に一電極が連結される第１キャパシタと、
　第２制御信号に応答して前記第１キャパシタの他電極を前記電源に連結する第２スイッ
チング素子と、
　前記電源に一電極が接続される第２キャパシタと、
　前記走査線からの選択信号に応答して前記データ電圧を前記第２キャパシタの他電極に
伝達する第３スイッチング素子と、
　前記第１キャパシタの他電極と前記第２キャパシタの他電極との間に接続され、第３制
御信号に応答して前記第１キャパシタの他電極と前記第２キャパシタの他電極とを遮断す
る第４スイッチング素子と
　を含むことを特徴とする画像表示装置。
【請求項１０】
　前記第１トランジスタの前記第３電極と前記表示素子との間に接続され、第４制御信号
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に応答して前記第１トランジスタの前記第３電極と前記表示素子とを遮断する第５スイッ
チング素子をさらに含むことを特徴とする請求項９に記載の画像表示装置。
【請求項１１】
　前記第１乃至第４制御信号は、同一な制御信号であることを特徴とする請求項１０に記
載の画像表示装置。
【請求項１２】
　前記第１乃至第３スイッチング素子は、互いに同一な第１タイプのトランジスタで実現
され、前記第４及び第５スイッチング素子は、互いに同一な第２タイプのトランジスタで
実現されることを特徴とする請求項１１に記載の画像表示装置。
【請求項１３】
　画像信号に対応するデータ電圧を伝達する複数のデータ線、選択信号を伝達する複数の
走査線、前記データ線及び前記走査線に電気的に連結されている画素回路を含む画像表示
装置の駆動方法において、
　前記画素回路は、
　第１電極、電源に接続される第２電極、及び第３電極を備え、前記第１電極と前記第２
電極との間に印加される電圧に対応する電流を前記第３電極に出力する駆動トランジスタ
、前記駆動トランジスタの前記第３電極に接続され、印加される電流の量に対応して画像
を表示する表示素子、一電極が前記駆動トランジスタの前記第１電極に接続される第１キ
ャパシタ、及び一電極が前記電源に接続される第２キャパシタを含み、
　第１期間内に前記駆動トランジスタをダイオード連結させ、前記第１キャパシタの他電
極を前記電源に連結し、前記第２キャパシタの他電極をデータ線に連結する段階と、
　第２期間内に前記第１キャパシタの他電極と前記第２キャパシタの他電極とを連結する
段階と
　を含むことを特徴とする画像表示装置の駆動方法。
【請求項１４】
　前記第１期間内に前記駆動トランジスタの前記第３電極と前記表示素子とを電気的に遮
断する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載の画像表示装置の駆動方法。
【請求項１５】
　画像信号に対応するデータ電圧を伝達する複数のデータ線、選択信号を伝達する複数の
走査線、前記データ線及び前記走査線に電気的に連結されている画素回路を含む画像表示
装置の駆動方法において、
　前記画素回路は、
　第１電極、電源に接続される第２電極、及び第３電極を備え、前記第１電極と前記第２
電極との間に印加される電圧に対応する電流を前記第３電極に出力する駆動トランジスタ
、前記駆動トランジスタの前記第３電極に接続され、印加される電流の量に対応して画像
を表示する表示素子、一電極が前記駆動トランジスタの前記第１電極に接続される第１キ
ャパシタ、及び一電極が前記電源に接続される第２キャパシタを含み、
　第１期間内に前記駆動トランジスタをダイオード連結させ、前記第１キャパシタの他電
極を前記電源に連結する段階と、
　第２期間内に前記第２キャパシタの他電極をデータ線に連結する段階と、
　第３期間内に前記第１キャパシタの他電極と前記第２キャパシタの他電極とを連結する
段階と
　を含むことを特徴とする画像表示装置の駆動方法。
【請求項１６】
　画像信号に対応するデータ電圧を伝達する複数のデータ線、選択信号を伝達する複数の
走査線、前記データ線及び前記走査線に電気的に連結されている画素回路を含む画像表示
装置の駆動方法において、
　前記画素回路は、
　第１電極、電源に接続される第２電極、及び第３電極を備え、前記第１電極と前記第２
電極との間に印加される電圧に対応する電流を前記第３電極に出力する駆動トランジスタ
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、前記駆動トランジスタの前記第３電極に接続され、印加される電流の量に対応して画像
を表示する表示素子、一電極が前記駆動トランジスタの前記第１電極に接続される第１キ
ャパシタ、及び一電極が前記電源に接続される第２キャパシタを含み、
　第１期間内に前記第１キャパシタに前記駆動トランジスタのしきい電圧を充電し、前記
第２キャパシタにデータ電圧を充電する段階と、
　第２期間内に前記第１及び第２キャパシタを直列に接続して、前記駆動トランジスタの
前記第１電極に前記第１期間内に前記第１及び第２キャパシタに充電された電圧が印加さ
れるようにする段階と
　を含むことを特徴とする画像表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置及びその駆動方法に関し、特に有機電界発光（以下、ＥＬと言
う）表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、有機ＥＬ表示装置は、蛍光性有機化合物を電気的に励起して発光させる表示装
置であって、ｎ×ｍ個の有機発光セルを電圧記入あるいは電流記入することにより映像が
表現できるようになっている。このような有機発光セルは、図１に示すように、アノード
、有機薄膜、カソードレイヤを含む構造からなる。有機薄膜は、電子と正孔との均衡を良
くして発光効率を向上させるために、発光層（ＥＭＬ）、電子輸送層（ＥＴＬ）、及び正
孔輸送層（ＨＴＬ）を含む多層構造からなり、また、別途の電子注入層（ＥＩＬ）及び正
孔注入層（ＨＩＬ）を含む。
【０００３】
　このような構造の有機発光セルを駆動する方式には、単純マトリックス方式と薄膜トラ
ンジスタ（ＴＦＴ）またはＭＯＳＦＥＴを利用した能動駆動方式とがある。単純マトリッ
クス方式は、正極と負極とを直交するように形成し、ラインを選択して駆動するのに対し
て、能動駆動方式は、薄膜トランジスタとキャパシタとを各ＩＴＯ画素電極に接続して、
キャパシタ容量によって電圧を維持して駆動する方式である。能動駆動方式は、キャパシ
タの電圧を維持するために印加される信号の形態によって、電圧記入方式と電流記入方式
とに分けられる。
【０００４】
　図２は、有機ＥＬ素子を駆動するための従来の電圧記入方式による画素回路を示した図
面である。
【０００５】
　図２に示すように、従来の電圧記入方式による画素回路は、トランジスタＭ１、Ｍ２、
Ｍ３、Ｍ４、キャパシタＣ１、Ｃ２、及び有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを含む。また、３個の走
査線(Ｓｎ、Ａｚ、ＡＺＢ）からの選択信号に応答して駆動トランジスタＭ１のしきい電
圧ＶＴＨを補償し、データ電圧ＶＤＡＴＡに対応する電流が有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに流れ
るようにする。
【０００６】
　このような従来の画素回路は、駆動トランジスタＭ１間に存在するしきい電圧ＶＴＨの
偏差を補償することはできるが、このために３個の他の走査線を必要とする短所があった
。このような多くの走査線は、表示装置の開口率を低下させ、駆動回路を複雑にする原因
となっていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、少ない信号線で画像表示装置の画素回路を駆動することにある。
【０００８】
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　本発明の他の目的は、駆動回路及び画素回路を簡素化することによって、画像表示装置
の開口率を向上させることにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、駆動トランジスタのしきい電圧の偏差が正確に補償される画像表
示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題を達成するために、本発明の一つの特徴による画像表示装置は、画像信号に対
応するデータ電圧を伝達する複数のデータ線、選択信号を伝達する複数の走査線、前記デ
ータ線及び前記走査線に電気的に連結されている画素回路を含む画像表示装置であって、
前記画素回路は、印加される電流に対応して画像を表示する表示素子と、第１電極、電源
に接続される第２電極、及び前記表示素子に電気的に連結される第３電極を備え、前記第
１電極と第２電極との間に印加される電圧に対応する電流を前記第３電極に出力する第１
トランジスタと、前記走査線からの選択信号に応答して前記第１トランジスタをダイオー
ド連結させる第１スイッチング素子と、前記第１トランジスタの前記第１電極に一電極が
連結される第１キャパシタと、前記走査線からの選択信号に応答して前記第１キャパシタ
の他電極を前記電源に連結する第２スイッチング素子と、前記電源に一電極が接続される
第２キャパシタ、前記走査線からの選択信号に応答して前記データ電圧を前記第２キャパ
シタの他電極に伝達する第３スイッチング素子、前記第１キャパシタの他電極と前記第２
キャパシタの他電極との間に接続され、前記走査線からの選択信号に応答して前記第１キ
ャパシタの他電極と前記第２キャパシタの他電極とを遮断する第４スイッチング素子とを
含む。
【００１１】
　本発明の一つの特徴による画像表示装置は、前記第１トランジスタの前記第３電極と前
記表示素子との間に接続され、印加される制御信号に応答して前記第１トランジスタの前
記第３電極と前記表示素子とを遮断する第５スイッチング素子をさらに含む。
【００１２】
　本発明の一つの特徴による画像表示装置において、前記第１スイッチング素子、第２ス
イッチング素子、及び第４スイッチング素子は、互いに同一な第１タイプのトランジスタ
で実現される。
【００１３】
　本発明の一つの特徴による画像表示装置において、前記第３スイッチング素子及び前記
第５スイッチング素子は、互いに同一な第２タイプのトランジスタで実現される。
【００１４】
　本発明の一つの特徴による画像表示装置において、前記画素回路は、前記選択信号が印
加される第１区間と、前記選択信号が印加されない第２区間との順に動作する。
【００１５】
　本発明の一つの特徴による画像表示装置では、前記第１区間内に前記第１キャパシタに
は、前記第１トランジスタのしきい電圧に対応する電圧が充電され、前記第２キャパシタ
には、前記データ電圧が充電され、前記第２区間内に前記第１及び第２キャパシタに充電
された電圧が前記第１トランジスタの前記第１電極に印加される。
【００１６】
　本発明の一つの特徴による画像表示装置は、画像信号に対応するデータ電圧を伝達する
複数のデータ線、選択信号を伝達する複数の走査線、前記データ線及び前記走査線に電気
的に連結されている画素回路を含む画像表示装置であって、前記画素回路は、印加される
電流に対応して画像を表示する表示素子と、第１電極、電源に接続される第２電極、及び
前記表示素子に電気的に連結される第３電極を備え、前記第１電極と第２電極との間に印
加される電圧に対応する電流を前記第３電極に出力する第１トランジスタと、第１制御信
号に応答して前記第１トランジスタをダイオード連結させる第１スイッチング素子と、前
記第１トランジスタの前記第１電極に一電極が連結される第１キャパシタと、第２制御信
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号に応答して前記第１キャパシタの他電極を前記電源に連結する第２スイッチング素子と
、前記電源に一電極が接続される第２キャパシタと、前記走査線からの選択信号に応答し
て前記データ電圧を前記第２キャパシタの他電極に伝達する第３スイッチング素子と、前
記第１キャパシタの他電極と前記第２キャパシタの他電極との間に接続され、第３制御信
号に応答して前記第１キャパシタの他電極と前記第２キャパシタの他電極とを遮断する第
４スイッチング素子とを含む。
【００１７】
　本発明の一つの特徴による画像表示装置の駆動方法は、画像信号に対応するデータ電圧
を伝達する複数のデータ線、選択信号を伝達する複数の走査線、前記データ線及び前記走
査線に電気的に連結されている画素回路を含む画像表示装置の駆動方法であって、前記画
素回路は、第１電極、電源に接続される第２電極、及び第３電極を備え、前記第１電極と
前記第２電極との間に印加される電圧に対応する電流を前記第３電極に出力する駆動トラ
ンジスタ、前記駆動トランジスタの前記第３電極に接続され、印加される電流の量に対応
して画像を表示する表示素子、一電極が前記駆動トランジスタの前記第１電極に接続され
る第１キャパシタ、及び一電極が前記電源に接続される第２キャパシタを含み、第１期間
内に前記駆動トランジスタをダイオード連結させ、前記第１キャパシタの他電極を前記電
源に連結し、前記第２キャパシタの他電極をデータ線に連結する段階と、第２期間内に前
記第１キャパシタの他電極と前記第２キャパシタの他電極とを連結する段階とを含む。
【００１８】
　本発明の他の特徴による画像表示装置の駆動方法は、画像信号に対応するデータ電圧を
伝達する複数のデータ線、選択信号を伝達する複数の走査線、前記データ線及び前記走査
線に電気的に連結されている画素回路を含む画像表示装置の駆動方法であって、前記画素
回路は、第１電極、電源に接続される第２電極、及び第３電極を備え、前記第１電極と前
記第２電極との間に印加される電圧に対応する電流を前記第３電極に出力する駆動トラン
ジスタ、前記駆動トランジスタの前記第３電極に接続され、印加される電流の量に対応し
て画像を表示する表示素子、一電極が前記駆動トランジスタの前記第１電極に接続される
第１キャパシタ、及び一電極が前記電源に接続される第２キャパシタを含み、第１期間内
に前記駆動トランジスタをダイオード連結させ、前記第１キャパシタの他電極を前記電源
に連結する段階と、第２期間内に前記第２キャパシタの他電極をデータ線に連結する段階
と、第３期間内に前記第１キャパシタの他電極と前記第２キャパシタの他電極とを連結す
る段階とを含む。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によると、少ない信号線画像表示装置の画素回路を駆動することができる。
　また、駆動回路及び画素回路を簡素化することによって、画像表示装置の開口率を向上
させることができる。
　さらに、駆動トランジスタのしきい電圧の偏差が正確に補償された画像表示装置を提供
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００２１】
　以下の説明で、ある部分が他の部分に連結されているとする時、これは直接的に連結さ
れている場合だけでなく、その中間に他の素子をおいて電気的に連結されている場合も含
む。また、図面で、本発明と関係のない部分は、本発明の説明を明確にするために省略し
た。また、明細書全体にかけて類似している部分については、同一な図面符号を付けた。
【００２２】
　図３は、本発明の一実施形態による有機ＥＬ表示装置を概略的に示した図面である。
【００２３】
　図３に示すように、本発明の実施形態による有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ表示パネル
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１００、走査駆動部２００、及びデータ駆動部３００を含む。
【００２４】
　有機ＥＬ表示パネル１００は、列方向に伸びている複数のデータ線Ｄ１－Ｄｍ、行方向
に伸びている複数の走査線Ｓ１－Ｓｎ、及び複数の画素回路１０を含む。データ線Ｄ１－
Ｄｍは、画像信号に対応するデータ信号を画素回路１０に伝達し、走査線Ｓ１－Ｓｎは、
選択信号を画素回路１０に伝達する。画素回路１０は、隣接する二つのデータ線Ｄ１－Ｄ
ｍと隣接する二つの走査線Ｓ１－Ｓｎとによって定義される画素領域に形成されている。
【００２５】
　走査駆動部２００は、走査線Ｓ１－Ｓｎに選択信号を各々順次に印加し、データ駆動部
３００は、データ線Ｄ１－Ｄｍに画像信号に対応するデータ電圧を印加する。
【００２６】
　走査駆動部２００及び／またはデータ駆動部３００は、表示パネル１００に電気的に連
結されるか、または表示パネル１００に接着されて電気的に連結されているテープキャリ
アパッケージ（ＴＣＰ）にチップなどの形態で装着されることができる。または表示パネ
ル１００に接着されて電気的に連結されている可撓性印刷回路（ＦＰＣ）またはフィルム
などにチップなどの形態で装着されることもできる。これとは異なって、走査駆動部２０
０及び／またはデータ駆動部３００は、表示パネルのガラス基板上に直接装着されること
もでき、またはガラス基板上に走査線、データ線、及び薄膜トランジスタと同一層に形成
されている駆動回路に代替されたり、これに装着されることもできる。
【００２７】
　以下、図４乃至図７を参照して、本発明の第１実施形態による有機ＥＬ表示装置の画素
回路１０について詳細に説明する。
【００２８】
　図４は、本発明の第１実施形態による画素回路の等価回路図であり、図５は、図４の画
素回路を駆動するための駆動波形図である。また、図４では、説明の便宜上、ｍ番目のデ
ータ線Ｄｍとｎ番目の走査線Ｓｎとに連結された画素回路のみを示した。
【００２９】
　図４に示すように、本発明の第１実施形態による画素回路１０は、有機ＥＬ素子ＯＬＥ
Ｄ、トランジスタＭ１－Ｍ４、及びキャパシタＣ１、Ｃ２を含む。
【００３０】
　トランジスタＭ１は、電源ＶＤＤと有機ＥＬ素子ＯＬＥＤとの間に接続され、有機ＥＬ
素子ＯＬＥＤに流れる電流を制御する。具体的には、トランジスタＭ１のソースが電源Ｖ
ＤＤに接続され、トランジスタＭ１のドレーンがトランジスタＭ４を通じて有機ＥＬ素子
ＯＬＥＤのアノードに電気的に接続される。有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのカソードは、電源Ｖ
ＳＳに接続される。本発明の第１実施形態によると、トランジスタＭ１がＰタイプのチャ
ンネルを有するトランジスタで実現されるので、電源ＶＳＳは、電源ＶＤＤより低い電圧
を提供し、このような電圧としては、グラウンド電圧などがある。
【００３１】
　トランジスタＭ２は、走査線Ｓｎからの選択信号に応答してトランジスタＭ１をダイオ
ード接続（連結？）させる。
【００３２】
　キャパシタＣ１は、トランジスタＭ１のゲートと電源ＶＤＤとの間に接続され、トラン
ジスタＭ５は、走査線Ｓｎに印加される選択信号に応答してキャパシタＣ１と電源ＶＤＤ
とを連結する。
【００３３】
　キャパシタＣ２の一電極は、電源ＶＤＤに接続され、トランジスタＭ６は、走査線Ｓｎ
に印加される選択信号に応答してキャパシタＣ２の他電極をキャパシタＣ１の一電極に接
続する。
【００３４】
　トランジスタＭ３は、走査線Ｓｎからの選択信号に応答してデータ線Ｄｍからのデータ
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【００３５】
　本発明の第１実施形態によると、トランジスタＭ２、Ｍ３、Ｍ５は、互いに同一なタイ
プのチャンネルを有するトランジスタで実現され、スイッチングトランジスタＭ４、Ｍ６
は、他のタイプのチャンネルを有するトランジスタで実現される。
【００３６】
　これにより、トランジスタＭ２、Ｍ３、Ｍ５が導通する場合に、トランジスタＭ４、Ｍ
６は、遮断されるように制御される。つまり、トランジスタＭ２、Ｍ３、Ｍ５がＰタイプ
のチャンネルを有するトランジスタで実現され、トランジスタＭ４、Ｍ６がＮタイプのチ
ャンネルを有するトランジスタで実現される場合、低レベルの選択信号が前記走査線Ｓｎ
に印加されると、トランジスタＭ２、Ｍ３、Ｍ５が導通すると同時にトランジスタＭ４、
Ｍ６が遮断される。したがって、一つの選択信号で５個のスイッチングトランジスタを制
御することができる。
【００３７】
　図４では、トランジスタＭ３を一つのゲート電極を有するトランジスタで示したが、実
施形態によっては、トランジスタＭ３をデュアルゲート方式を利用して形成することがで
きる。
【００３８】
　以下、図５乃至図７を参照して本発明の第１実施形態による画素回路の動作について詳
細に説明する。
【００３９】
　図５に示すように、まず、第1区間（Ｔ１）で低レベルの選択信号が印加されると、ト
ランジスタＭ２、Ｍ３、Ｍ５が導通し、トランジスタＭ４、Ｍ６が遮断される。
【００４０】
　したがって、図６に示すように、キャパシタＣ１がトランジスタＭ５によって電源に連
結され、駆動トランジスタＭ１は、トランジスタＭ２によってダイオード連結される。し
たがって、キャパシタＣ１には、トランジスタＭ１のしきい電圧ＶＴＨに対応する電圧が
充電される。
【００４１】
　また、キャパシタＣ２がデータ線Ｄｍに接続され、キャパシタＣ２には、データ電圧が
充電される。
【００４２】
　次に、第２区間（Ｔ２）で高レベルの選択信号が印加されると、トランジスタＭ４、Ｍ
６が導通し、トランジスタＭ２、Ｍ３、Ｍ５は、遮断される。
【００４３】
　つまり、図７に示すように、キャパシタＣ１の他電極がトランジスタＭ６によってキャ
パシタＣ２の一電極に接続され、キャパシタＣ２の他電極は、電源ＶＤＤに接続される。
したがって、キャパシタＣ１、Ｃ２は、互いに直列に接続されるので、トランジスタＭ１
のゲートに印加される電圧は、キャパシタＣ１に充電された電圧とキャパシタＣ２に充電
された電圧との合計と実質的に同一になる。
【００４４】
　この時、トランジスタＭ４が導通するので、駆動トランジスタＭ１に流れる電流は、有
機ＥＬ素子ＯＬＥＤに伝達され、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤは、印加される電流に対応する画
像を表示する。
【００４５】
　有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに流れる電流の量ＩＯＬＥＤは、下記の（式１）の通りである。
【００４６】
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【数１】

　ここで、ＩＯＬＥＤは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに流れる電流、ＶＧＳは、トランジスタ
Ｍ１のソースとゲートとの間の電圧、ＶＴＨは、トランジスタＭ１のしきい電圧、ＶＤＡ

ＴＡは、データ電圧、βは、定数値を示す。
【００４７】
　数式１は、次の（式２）のように表現することができるが、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに流
れる電流ＩＯＬＥＤは、駆動トランジスタＭ１のしきい電圧の偏差の影響を受けないこと
が分かる。
【００４８】
【数２】

【００４９】
　したがって、本発明の第１実施形態によると、しきい電圧の偏差を補償しながら一つの
選択信号で画素回路を駆動することができる。これにより、画素回路及び駆動回路の複雑
度を減少させることができ、開口率が確保できる。
【００５０】
　以下、図８及び図９を参照して本発明の第２実施形態による画素回路について説明する
。
【００５１】
　図８は、本発明の第２実施形態による画素回路を示した図面であり、図９は、図８に示
された画素回路を駆動するための駆動波形図である。
【００５２】
　本発明の第２実施形態による画素回路は、トランジスタＭ３に印加される選択信号とト
ランジスタＭ２、Ｍ４、Ｍ５、Ｍ６に印加される選択信号とが分離されて実現されるとい
う点で、本発明の第１実施形態による画素回路と差異点を有する。
【００５３】
　具体的には、トランジスタＭ３には、走査線Ｓｎからの選択信号が印加され、トランジ
スタＭ２、Ｍ４、Ｍ５、Ｍ６には、別途の走査線Ｅｎからの選択信号が印加される。した
がって、走査線Ｓｎからの選択信号と走査線Ｅｎからの選択信号との周期を互いに異なる
ようにすることにより、駆動トランジスタＭ１のしきい電圧ＶＴＨをより精密に補償する
ことができる。
【００５４】
　本発明の第２実施形態による画素回路の駆動方法を、図９を参照して詳細に説明する。
【００５５】
　まず、第１区間（Ｔ１）で走査線Ｅｎからの選択信号が低レベルになると、トランジス
タＭ２が導通して駆動トランジスタＭ１がダイオード連結され、キャパシタＣ１がトラン
ジスタＭ５によって電源ＶＤＤに連結される。
【００５６】
　これで、キャパシタＣ１には、駆動トランジスタＭ１のしきい電圧ＶＴＨが充電され、
このような充電動作は、第２区間（Ｔ２）内で継続して行われる。
【００５７】
　第２区間（Ｔ２）で走査線Ｓｎからの選択信号が低レベルになると、トランジスタＭ３
が導通してデータ線Ｄｍからのデータ電圧がキャパシタＣ２に充電される。
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　第３区間（Ｔ３）で全ての選択信号が高レベルになると、キャパシタＣ１及びキャパシ
タＣ２は、図７と同様に直列に接続され、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤには、データ電圧ＶＤＡ

ＴＡに対応する電流が流れる。
【００５９】
　本発明の第２実施形態によると、走査線Ｓｎと走査線Ｅｎを別途に利用して各選択信号
の周期を互いに異なるようにすることにより、キャパシタＣ１に駆動トランジスタＭ１の
しきい電圧を正確に充電することができる。
【００６０】
　以上、本発明の一実施形態による画像表示装置を説明したが、前記説明された実施形態
は、本発明の概念が最適に適用された実施形態に関するもので、本発明の概念が前記実施
形態に限定されるわけではない。
【００６１】
　具体的には、図４及び図８で、トランジスタＭ１は、第１電極、第２電極、及び第３電
極を備え、第１電極と第２電極との間に印加される電圧の差によって前記第３電極に出力
する電流の量を制御する全ての能動素子で実現することができる。また、トランジスタＭ
２、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５は、印加される制御信号に応答して接続される両端をスイッチング
するための素子であって、図４及び図８に示された特定の素子に限定されないことは、当
業者には、自明なことである。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】有機電界発光表示素子の概念図である。
【図２】従来の電圧記入方式による画素回路を示した図である。
【図３】本発明の一実施形態による画像表示装置を概略的に示した図である。
【図４】本発明の第１実施形態による画素回路を示した図である。
【図５】図４の画素回路を駆動するための駆動波形を示した図面である。
【図６】図４の第１区間（Ｔ１）で図４に示された画素回路の等価回路を示した図である
。
【図７】図４の第２区間（Ｔ２）で図４に示された画素回路の等価回路を示した図である
。
【図８】本発明の第２実施形態による画素回路を示した図である。
【図９】図８の画素回路を駆動するための駆動波形を示した図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１０…画素回路
　１００…有機ＥＬ表示パネル
　２００…走査駆動部
　３００…データ駆動部
　Ｃ１、Ｃ２…キャパシタ
　Ｄ１－Ｄｍ…データ線
　ＩＯＬＥＤ…有機ＥＬ素子に流れる電流
　Ｍ１－Ｍ６…トランジスタ
　ＯＬＥＤ…有機ＥＬ素子
　Ｓ１－Ｓｎ…走査線
　ＶＤＤ、ＶＳＳ…電源
　ＶＤＡＴＡ…データ電圧
　ＶＴＨ…トランジスタＭ１のしきい電圧
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